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Дислокации образуются в твердом теле в результате деформаций 

межатомных связей, которые определяются условиями образования 

твердого тела и уровнем его легирования. Именно из-за этого дислокации 

являются неотъемлемой частью любого твердого тела и, следовательно, 

всех приборов. Стоит учитывать, что образованные дислокации влияют 

на различные характеристики как положительно, так и отрицательно. В 

данном случае, будут рассмотрены дислокации вызваны при помощи 

ионизирующего излучения гамма-установки партии светодиодов на 

основе гетероструктуры AlGaAs. На основе измерений произведены 

анализ и моделирования функций зависимостей результатов 

экспериментов и необходимые выводы.  
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